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Technologie konca lat 80-tych

Oddajac do rak czytelnika zeszyt ME obejmujacy w catosci tematyke
nie pierwszoplanowa, ale réwniez nie marginalna w naszym Instytucie,
Redakcja uznata za stosowne i celowe dodanie stowa wstepnego.

Co %taczy ze soba tak odlegte wlasno$ciami tworzywa jak nadprzewod-
niki tlenkowe, diamentowy pdéiprzewodnik elementarny i dielektryk ko-
rundowy? Otéz taczy je zbiezna technika wytwarzania. Wszystkie mozna
otrzyma¢ tradycyjna technika reakcji w stanie statym, ale takze w réz-
nych odmianach techniki CVD, wszystkie sa tworzywami nieorganicznymi
i niemetalicznymi 1 wreszcie wszystkie wymagaja w procesie wytwarza-
nia wysokich temperatur. Odpowiadaja zatem pogladowi L.S. O Bannona[1],
ze "ceramika sg materialy nieorganiczne i niemetaliczne, poddane
w procesie wytwarzania dziataniu temperatury podwyzszonej powyze]j
813 K",

Poniewaz nic nie uzasadnia przyjecia za podstawe definicii blizej
nieokreslonej temperatury 813 K, jezeli uwzglednimy, ze gidéwnym skiad-
nikiem podzespotéw elektronicznych - ich sercem - sa elementy z péi-
przewodnikowego tworzywa ceramicznego, lokowane za pomoca posrednich
warstw metalicznych, na réwniez ceramicznym - ale dielektrycznym -
podiozu, wyposazonym w naniesione rdéznymi technikami metaliczne $ciez-
ki przewodzace, to: “T W o r 2 vy W o .6 eir a milc z e /diclek-
tryczne, péiprzewodnikowe, przewodzace lub nadprzewodzace / okresla
dzisiaj material: -nieorganiczny i niemetaliczny; =-amorficzny, zesz-
klony, polikrystaliczny lub monokrystaliczny; - o strukturze jedno-
rodnej lub mieszanej; o teksturze réznorodnej, czgsto ukierunkowanej;
-w uktadzie mono- lub polifazowym; -stanowigcy czyste niemetale lub
ich zwiazki z innymi niemetalami lub z metalami; -poddany w procesie
wytwarzania oddziatywaniu podwyzszonej temperatury i ewentualnie zwig-
zanych z nig innych czynnikéw chemicznych 1lub fizycznych, odpowiedzial-
nych za zaawansowanie reakcji transportu masowego i wigzan miedzy-
czasteczkowych" [2]. Takie okreslenie obejmuje peiny profil, zardwno
ceramiki tradycyjnej, jak i wszystkich dziedzin, nie tylko elektro-
nicznych, nowoczesnej ceramiki,



Rodowdd elektroniki wyprowadzamy od poczatkéw praktycznego wykorzys-
tania przewodnictwa elektrycznego: sltuchawka elektroskustyczna /Bell -
1876/, mikrofon weglowy /Edison - 1876, Hughes - 1878/ i Zzardwka
/Swan - 1878, Edison - 1879/. LByl to okres elektroniki opartej
o przewodnictwo metali,

Drugi okres rozwoju elektroniki zwiazany jest z wykorzystaniem zja-
wiska péiprzewodnictwa i zapoczatkowany zostal w latach dwudziestych
skonstruowaniem detektora z naturalnego krysztaiu galeny PbS z przyio-
2onym do niej ostrzem metalowym. Niebywatego przyépieszenia rozwo jowe-
go nabrata elektronika w momencie wynalezienia tranzystora ostrzowego
réwniez opartego na krysztale galeny /Bardeen i Brittain - 1947/ i
i wprowadzenia syntetycznych monokrystalicznych péiprzewodnikéw i ele-
mentarnych /Ge i Si/. Okres ten - to ostatnie 40 lat.

Trzecim okresem bedzie elektronika wykorzystujaca zjawisko nadprze-
wodnictwa wysokotemperaturowego />77 K, temperatura cieklego azotu/
tworzyw ceramicznych, piezoelektrycznych, wyprowadzonych ze struktury
perowskitowej. Efektywne aplikacje tych materiaiéw przewidywane sa na
lata dziewiecdziesigte.

Ceramiczna interpretacja podstawowych tworzyw elektronicznych utat-
wia systematyke technologiczno-materialowg elektroniki. Wspéiczesna
elektronike mozna i nalezy rozumie¢ jako "fizykochemig kompozytéw" Byl
czyli materiatéw multifazowych lub multitworzywowych. Mozna je podzie-
1li¢ na: pikokompozyty, nanokompozyty, mikrokompozyty i makrokompozyty.
Wytwarzanie pikokompozytéw polega na procesach prowadzonych w obrebie
okreslonego tworzywa bazowego. Nanokompozyty otrzymujemy przez lacze-
nie konstrukcyjne pikokompozytéw, bedacych cotowymi detalami podzespo-
towymi, w finalne podzespoly elektroniczne o okreslonym przeznaczeniu.
Mikrokompozytami sa polaczenia konstrukcyjne podzespoléw /nanokompozy-
téw/ o réznym charakterze z innymi detalami w podzespoiy innego typu.
Makrokompozytami s@ wyroby finalne dzisiejszej elektroniki.

Z technik otrzymywania pikokompozytéw wynika, ze pojecie elektro-
nika nie oznacza wylacznie zjawisk elektronicznych, ktérymi posiuguje
si¢ uzytkownik gotowego produktu, ale réwniez - coraz czesciej - wyko-
rzystanie wlasciwosci struktur elektronowych atoméw do generowania
okreslonych wtasnosci tworzywa, czesto jeszcze bez naukowej interpre-
tacji uzyskanych korzyéci technicznych. I tak - dzieki technologiom
elektronowym - okazalo sig, Zze materialy - inaczej méwigc tworzywa ce-
ramiczne rdéznego typu - zawieraja w swojej strukturze klucz do rozwo-
ju techniki [4].

Innym elementem wigzgacym ze sobg tworzywa omawiane w tym zeszycie
jest niezwykle wysoka czystos$c surowcéw i medidw procesowych, zaréwno
w procesie wytwarzania jak i aplikacji. Niezbgdna w dzisiejszej elek-
tronice, ale réwniez medycynie i innych dziedzinach, tanios$c¢ produktu



o wysokiej czystosci doprowadzita do wzajemnego napedzania sige rozwoju
techniki preparacji surowcéw i obnizania kosztéw wytwarzania - giéw-
nie energetycznych. Proces ten jest wspomagany przez koniunkture ryn-
kowa i udoskonalany serwis informacyjny /rys. 1/. W narozu surowcéw
mieszcza sie np. techniki preparacji prekursordéw ze zwigzkéw organicz-
nych, w narozu informacyjnym - komputeryzacja i wreszcie w narozu
energetycznym - nadzieje wigzane z nadprzewodnikami.

Dla diesmentu obnizenie zakresu ciénien przy syntezie statycznej
i opracowanie metod syntezy CVD w temperaturach zbliZzonych do 1100 K,
przy cisnieniu atmosferycznym, pozwoli uruchomié oplacalna ekonomicz-
nie produkcje niezwykle szerokiej gamy zastosowan /rys. 2/. Tani dia-
ment zaczyna napgedzac koniunkture rynkowa dla szybkiego rozwoju'tej
technologii, podobnie jak dla nadprzewodnikéw tlenkowych, przy prawie
peinym odkryciu “"przylbicy" i publikowaniu ogromnej ilosci doniesieni,
przyczynkéw i zbiorowych opracowan,

MATERIAEY
(TWORZYWA)

KONIUNKTURA
RYNKOWA

. PROJEKTY
WYTWARZANIE (KONSTRUKCJE

7/
////,'//’// (PRODUKCJA) ULEPSZANIE  PROCESOW ROZWIAZAKN) /
NERGIA "DOPLYW
//, WIEDZY
/| ZUZYCIE 4

/’/ lLENAiA INZYNIERIA  MATERIALOWA / “;;}]/RM/AC}“'

Rys. 1. Trojkat zalezno$sci koniunktury rynkowej wyrobéw "High-Tech"
od rozwoju preparacji surowcéw, spadku energochionnosci pro-
cesOw wytwarzania i optymalizacji doptywu informacji
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Rys. 2, "Drzewo technologiczne diamentu" opisujace unikalne wiasnosci
diamentu i mozliwe zastosowania jako monokrysztaléw i cien-
kich warstw [ 5]
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Na zakonczenie warto podkreslié, ze we wszystkich dziatach techno-
logii poruszanych w publikowanych w zeszycie artykulach nie widzimy
"luki technologicznej" w poréwnaniu do czoidéwki Swiatowej.
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